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株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公 司 


ZHUZHOU CRRC TIMES SEMICONDUCTOR Co., ID. 


企业 简介 


Company 
Introduction 


株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 是 株洲 中 车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 
(HK3898) 下 属 全 资 子 公司 , 自 1964 年 开始 致力 于 功率 半导体 技术 的 研 
发 与 产业 化 , 现 已 成 为 少数 同时 掌握 IGBT、SiC、 晶 闸 管 JGCT 及 其 组 件 技 
术 IDM (集成 设计 制造 ) 模式 企业 代表 , 拥有 忆 片 一 模块 一 装置 一 系统 完整 
产业 链 。 公 司 目前 在 中 国 \ 英国 两 地 设立 研发 中 心 , 营销 网 络 遍布 全 球 。 公 
司 是 新 型 功率 半导体 器 件 国家 重点 实验 室 、 国 家 能 源 大 功率 电力 电子 器 
件 研 发 中 心 的 依托 单位 , 中 国 功率 半导体 技术 创新 与 产业 联盟 理事 长 单 
位 , 湖南 省 功率 半导体 创新 中 心 的 牵头 共 建 单位 。 


Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. is the wholly-owned subsidiary of 
CRRC Times Electric Co.， Ltd.( HK3898), has been contributed to the research and 
development and industrialization of power semiconductor technology since 1964， 
Now it has become the representative of a few IDM companies in the world who has 
the technology of IGBT\SiC、ThyristorIGCT and their assembly simultaneously， 
owned complete industrial chain with wafers, modules, devices and systems. The 
company currently has R&D centres in China and the United Kingdom，with 
marketing networks all over the world. The company is a supporting unit of the 
State Key Laboratory of New Power Semiconductor Devices and the National Energy 
High-power Electronic Device R&D Centre，Chairman Unit of China Power 
Semiconductor Technology Innovation and Industry Alliance, Co-founder Company 


of Hunan Power Semiconductor Innovation Centre. 
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汽车 1GBT 模 块 Automotive 1GBT Modules 


采用 中 车 第 六 代 RTMOS 精 细 沟 槽 栅 世 片 , 具有 高 电流 密度 、 低 开关 损耗 、 高 短路 能 力 等 特点 采用 直接 水 冷 基板 , 选用 
高 性 能 导热 材料 , 具有 高 功率 密度 , 满足 汽车 复杂 应 用 工 况 需 求 。 该 系列 产品 涵盖 400A 至 950A 电 流 范 围 , 最 大 可 满足 
180kW 电 机 需求 .产品 已 批量 应 用 于 新 能 源 电动 汽车 领域 。 


CRRC automotive IGBT module uses CRRC Gen6 RTMOS Fine Trench technology featuring high current density, low switching 
losses, high short circuit capability. With direct water-cooling baseplate design and high thermal conduction material, the 
power density of CRRC automotive IGBT has been further increased which can meet all kinds of complex automotive 
application requirements. CRRC automotive IGBT family covers current range from 400A to 950A which can meet the 
requirement of motor drive up to 180kW. CRRC automotive IGBT has been volume applied to various electric vehicles. 


产品 特点 Characteristic 
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生 高热 循环 能 力 High Thermal Cycling Capability 
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中 低压 IGBT 模 块 Medium And Low Voltage IGBT Modules 外 形 图 Outlines 


采用 中 车 第 五 代 TMOS 必 片 ,具有 低 导 通 压 降低 开关 损耗 等 特点 。 采 用 Cu 基板 , 选用 高 性 能 导热 材料 , 具有 散热 性 能 好 、 高 bpM FM 
电流 密度 高 可 靠 性 等 特点 。 该 系列 产品 涵盖 电流 450A 至 3600A, 电压 1200V 至 1700V, 产品 已 批量 应 用 于 新 能 源 风电 光伏 、 
变频 器 .SVG、 中 频 感 应 加 热 等 领域 。 1 209 人 
5(E) 12(C) 3 7(C) 
轴 6(G). HP lg) 世 9(G) 司 
CRRC MV&LV IGBT module family uses CRRC Gen5 TMOS IGBT chip, with benefit of low on-state voltage drop, low switching - 130 - 70 10 介 2 确 
losses. For package Cu baseplate and high thermal conduction material have been applied to further enhance thermal 要 3(O) 4(E) 机 伙 3( 昌 4(E) 
performance and current density and long term reliability. CRRC medium and low voltage IGBT family covers current from 瑟 多 多 
450A to 3600A, voltage from 1200V to 1700V, can meet requirements of renewable energy and industry applications. CRRC 二 志 | 多 昌 号 
MV&lLV IGBT has been volume applied to applications of wind powen PV, inverten SVG and induction heating etc. @ @ 
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高 压 IGBT 模 块 High Voltage IGBT Modules 


们 


采用 中 车 第 四 代 DMOS 心 片 ,具有 低 导 通 讨 降 、 软 关 断 特性 \ 裕 量 大 等 特点 采用 AlSiC 基 板 `.AIN 衬 板 , 具有 高 热 循环 能 
力 、 高 可 靠 性 等 特点 , 可 满足 车 辆 频繁 启 停 和 长 距离 可 靠 性 运行 的 要 求 , 批量 应 用 于 电力 机 车 高 速 动车 组 、 地 铁 等 轨道 


交通 领域 , 以 及 其 他 大 功率 变频 器 装置 领域 。 


CRRC HVIGBT module family uses CRRC Gen4 DMOS 1IGBT chip featuring low on-state voltage drop, soft turn-off and large 
SOA. For package AlSiC baseplate and AN substrate have been applied with high thermal cycling capability and high 
reliability. CRRC HVIGBT can fully meet the railway application which includes frequent start-up and long distance reliable 
operation. CRRC HV IGBT has been volume applied to locomotive, high-speed train，urban rail and other high power 


converter applications. 


产品 特点 Characteristic 
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压 接 式 1GBT 模 块 Press-Pack IGBT Modules 


采用 中 车 第 四 代 DMOS 心 片 , 具有 低 导 通 压 降 、 低 开关 损耗 、. 软 关 断 特性 等 特点 。 采 用 银 烧结 及 柔性 压 接 技术 , 具有 高 压 
大 容量 ,高 可 靠 性 高 过 载 能 力 等 特点 , 可 满足 远 距 离 \, 大 容量 的 柔性 直流 输电 工程 的 需求 , 已 批量 应 用 于 多 个 柔性 直流 
输电 工程 。 


CRRC press-pack IGBT uses CRRC Gen4 DMOS+ IGBT chip featuring low on-state voltage drop, low switching losses and 
Soft turn-off characteristics. For the package silver sintering and flexible clamping technology have been applied with 
benefit of high power capacity, high reliability and high overload capability. It can meet the redquirement of long-distance， 
high powerflexible HVDC application. CRRC press-pack1IGBT has beenvolume applied to multiple flexible HVDC projects. 


产品 特点 Characteristic 
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FRD 模 块 FRD Modules 
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记 


TFM1200XDM45-D200 120 85 400 ?0 ?27 30 15 0016 xD :140x130x48 ， AISIC 


电压 等 级 :3300V_” Voltage:3300V 130 士 0.5 


TFM1500NDM33-D200  ;， 1500 ， 95 ; 3300 , 300， 24 ;: 2600 ;， 150 ;0015 ;， ND 140x130x38 AlSiC 全 


TF1500KI1DM33-D200 1500 :90 ， 3300 300 ?225 2200 150 00145 KKI 130x90x38 AISiC | 


电压 等 级 :1200V Voltage:1200V 个 
TF100HF12T1-D300 oO 2 


个 、 


0 士 0. 


出 
74 士 0.25 


1 修 
外 形 图 Outlines 电 曲 


XDM T1 | 6157 土 05 


61.2 士 0.3 16 7 了 16 7 16 
16.5 士 0.2 ] 


| | 上 ] 

寺 | | 呈 

安 | 下 - 8 引 

品 

3 下 tx 
aa 
习 
4D 


130 土 0.5 943+1 
57 士 0.25 。 57 士 0.25 


80 士 0.2 mm 


bo 加 "四 
GO 


9.9 土 0.1 9.9 士 0.1 9.9 士 0.1 了 


NS 


一 | 


区 本 [人 
中 
号 


140 士 0.5 
124 士 0.25 
2 
1 
IN 
乡 
中 
SA 
| 
2 
34.3 士 1 


44 士 0. 
主 


6(Al) ”4(A2) 
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型 号 说 明 Nomenclature 


高 压 IGBT 模 块 产品 “High-voltage IGBT Modules 
表示 器 件 的 外 形 
代号 | 外 形 尺 二 
株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 P_ | 140x73x38 
N/F/D 140x130x38 
G 160x130x38 
表示 模块 局 190x 140x38 
A 190x 140x48 
RE 表示 器 件 的 电路 类 型 
表示 器 件 种 类 表示 器 件 的 S 单 开关 
一 一 将 人 古 
| IGBT 额定 电流 人 D 双开 关 
二 H 半 桥 
C_ | 斩 波 


中 低压 及 压 接 式 1GBT 模 块 产品 


株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 


表示 器 人 


的 基板 材料 


M | 碳化 硅 铝 /AISiC 


S | 铜 / 


Copper 


芯片 类 型 
PSA_| 平面 机 软 穿 通 型 
TSA | 沟 槽 栅 软 穿 通 型 


该 项 数字 的 100 倍 
表示 器 件 的 额定 电压 


Medium And Low-voltage& Press-pack IGBT Modules 


该 项 数字 的 100 倍 
表示 器 件 的 额定 电压 表示 器 件 的 芯片 版 本 ， 
0 寻 级 A 代 表 适 用 于 电动 汽车 
器 件 种 类 电路 形式 封装 外 形 尺寸 
G IGBT HF 桥 M1 152x62x21 
属 FRD EF 六 单元 SO0 140x113x24 
SW 单 开关 S1 216x 100x 35 
SG | 仅 IGBT 单 开关 S2 140x112x27 
S3 | 154.5x 126.5x 32 
H1 250x89x38 
H2 172x89x38 
ZC 206x206x35 


符号 说 明 Symbols 


符号 Symbols 


参数 名 称 


Characteristics 


Vces 


集 电极 -发 射 极 电压 


Collectoremitter Voltage 


Vss 


栅 极 -发 射 极 电 压 


Gate-emitterVoltage 


集 电极 直流 电流 


Dc Collector Current 


集 电极 重复 峰值 电流 


Peak Collector Current 


Rnch 


总 耗 散 功率 


接触 热 阻 


Total Power Dissipation 


IGBT Thermal Resistance Case To Heatsink 


Twop 


工作 结 温 


Operation Junction Temperature 


Tstg 


存储 温度 


Storage Temperature 


jces 


集 电极 截止 电流 


Collector Cutoff Current 


jl6sgs 


栅 极 漏电 流 


Gate Leakage Current 


Verrn) 


栅 极 -发 射 极 阔 值 电压 


省 


二 极 管 正 向 重复 峰值 电流 


二 极 管 正 向 电压 


Gate-emitter Threshold Voltage 


Diode Peak Forward Current 


Diode Forward Voltage 


交 
/ 儿 


疝 
器 
早 


Short Circuit Current 


ta 


水 


断 延 迟 时 间 


型 


降 时 间 


水 


断 损 耗 


让 


Turn-off Delay Time 


Fall Time 


Turn-off Switching Energy 


Rise Time 


Turn-on Switching Energy 


二 极 管 反 向 恢复 电 人 荷 


Diode Reverse Recovery Charge 


二 极 管 反 向 恢复 电流 


Diode Reverse Recovery Current 


二 极 管 反 向 恢复 损耗 


Diode Reverse Recovery Energy 


1GBT 模 块 总 开关 损耗 


IGBT Modules Total Switching Energy (Es+Eur+Ee) 
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SiC 心 片 及 器 件 
SIC Chip And Devices 


SBD 心 片 及 器 件 SBD Chip And Devices 器 件 封 装 尺寸 Package Dimensions 


几 下 本 本 请 本 符号 册 
和 TS 5 | 汪 全 
Part Number A 4.80 5.00 5.20 
y AAA VY 国 。 AAA ” | Al | 221 | 241 | 259 
TS120PFS86S0D 00 0 0 2  ， <500 相 = A2 | 185 | 200 | 2.15 


D1 


b 工 .11 二 2 1.36 


2 aaa D F 产 [|% 国 
TS120PFSC8S0D 1200 1200 1200 150  +175 二 5 之 <500 人 旨 


b2 1.91 2.01 2.21 
和 0 bf | 291 | 301 | 3 


TS330PLS95S0D 3300 3300 3300 36 二 下 7 上 9 3.9 <500 必 C 0.51 0.61 0.75 
ae | D 20.80 | 21.00 | 21.30 


b2 D1 16.25 16.55 16.85 


E 15.50 | 15.80 | 16.10 


VF AR c EL1 “| 13.00 | 13.30 | 13.60 


器 件 型 号 Vpc VRRM VRSsM 人 Tvi-op 


直人 1 b 
EC RaFIiSC 有 WEI 中 高 | E | 480 | 500 | 520 


; ; : ; ; ; V/ V 

Part Number : : 年 上 
V V V A 昌吉 V HA E3 2.30 2.50 2.70 
: 5.44BSC 


TS15SF120C2C1S DO ID no mg bb 20 ao 0 


TS20SF120C2C1S 15 2 <200 - - 430 


TS30SF120C2CIS :10 100 :10 30 75 15 | 21 :<200 :1 P | 340 | 3.60 | 3.80 


有 和 和 Pi - 730 


TS40SF120C2C1S 1200 :1200 120 40 +75 15 21 <200 To-247-3L 
; : ; ; 1 S 6.15BSC 


SiC 心 片 型 号 说 明 SiC Chip Types 
MOSFET 心 片 及 器 件 _ MOSFET Chip And Devices 


| Apson @ Vss=20V /DSss 株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公 司 忆 片 尺寸 Chip Size 
Zhuzhou CRRC Times Semiconduct 
Top=25"C Top=175"C 。 yop=175"C 向 交 和 6 | 长 度 6mm 


V A 和 mo hA 4 | 宽度 4mm 


革 卉 写 Vpss 1pD Tvi-op 
Part Number 


附加 代码 Additional code 


TM120PLS44A1D 1200V 20 +175 rn <200 额定 电压 /10 空白 | 成 品 晶 圆 
asd 半生 向 生生 ass 有 Rated Voltage Divided By 
TM120PLS44S0D 130 13 <200 D 独立 世 片 


TM330PLSA7S0D 5 <500 


TM330PLS95S0D 3300V 32 +175 5 15 <500 


Rbson@Ves-20V /os 


1 呈 VDpss /p Tviro 1 二 ! 品 
器 件 型 号 ;Top=25"C :FTyop=175*C】 Fop=175*C |， 封装 尖 型 产品 版 本 
Part Number Package 


Product Version 


有 v 
TM40SG120C2C1S 0 :TBD 


TM803G120C2C13 <200 


TM130SG120C2C1S | 1200 区 1 5 <200 


可 2 器 件 类 型 The Type Of Devices 关键 技术 特征 Key Technical Features 


TO-247-3L M SiC MOSFET 亚 沟 模 栅 


人 @2473E P SiC SBD M 中 央 栅 
S SBD S 铝 
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符号 说 明 Symbols 


SBD 芯 片 及 器 件 SBD Chip And Devices 


符号 Symbols 参数 名 称 Characteristics 

VRRM 反 向 重复 峰值 电压 Repetitive Peak Reverse Voltage 
有 ES 
RE AR 
| rr RS ee 本 本 
ER SC 
本 mW 
ES Elisetugeigicgieaii 
有 ro 运行 结 operationTemperatue 
ee ORG 
Re Wise 
Tales IE 王国 
二 oilsteooeoee 
| oicquiiteiieioeoiiigiti 


MOSFET 芯 片 及 器 件 MOSFET Chip And Devices 


符号 Symbols 参数 名 称 Characteristics 

Wenjpss | 击 穿 电压 Breakdown Voltage 
Eee es 人 we 
2 ie 
加 sm 5 遍 值 时 GateThreshoddvotage 
RE Scaniiisieiitito 
0 wise 
Re ai 
1 idle 


混合 SiC 模 块 Hybrid SiC Modules 


VcElsat) 


封装 Package 


2 


由 旦 Esw  ; AthU-O | 
型 号 人 @Fo Tiop ;| 本 
四 Viop : IlIGBT 类 型 尺寸 ;基板 材料 
Part Number 加 碟 > Type Dimension ; Basepiate 
有 A V mJ C K/W / mm 7 
电压 等 级 :1200V_ Voltage:1200V 
TH600HF12M1-S3A00 600 90 1200 1 17 10 1410 005 MI ;152x62x21 ， cu 
电压 等 级 :1700V Voltage:1700V 
THM1600FSM17-PSAO11 1600 85 1700 3200 25 960 15 0009:， F :140xl30x38 Alic 
电压 等 级 :3300V Voltage:3300V 
THM500GDM33-PSAOI1 500 85 3300 1000 241 G ;160x130x38 ; AlSiC 
THM1500ESM33-PSA012 1500 95 3300 300 2 EL ，190x140x38 ， AlSic 
E 图 
外 形 图 Outlines 
Hybrid-SiC G Hybrid-SiC El 
调 二 下 和 aa 了 3(CO) 9(O 7C 5(G) 
放 . E 6(G) 攻 司 
5 8 人 - 下 避 2(9) 
外 和 1(E) 6(E) 4(6) 
55.2 
61.5 61.5 
地 电 贡 - 一 
七 | 井 了 电 划一 一 
1 C 〇 2 
e| 车 有 9| O 〇 7 了 | - 避 5| @ 〇 
七 轩 | 四 
中 车 
3| 〇 GJ]4 - 中 吕 
面 可 名 6| C 〇 ) 41| 5C 
邦 9[ 避 亲 ，193? 口 
[5 | AN 谷 | 1 
由 们 三 全 所 用 用 
57 57 57 
这 57 es 2 2 人 
130 


Hybrid-SiCF 


Hybrid-SiC M1 


+1.5 


38 0 


130 


61.4 


H 1 
122 
152 


未 


94.5 士 0.2 


124 
140 


8(ED 一 一 10/11(E1/C2) 
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全 SiC 模 块 FullLSiC Modules 


3 加 D Vps(ton) 封装 Package 
生气 一 一 ep os ni woSET 汪 尺寸 。 基板 材料 
Part Number er : &Te=25C | Type Dimension ;Baseplate 
Ad viAiv mh ww mm ，/ 
电压 等 级 :1200V Voltage: 1200V 
TM400FF12S3-FIA00 400 90(P 1200 80 092 50 150 009Ro  S3 1545x1265x32 Cu 


电压 等 级 :3300V “Voltage: 3300V 


TMM500GDM33-F100 450 


TM450HF33X1-F100 00 


160X130X38 AlSiC 


外 形 图 Outlines 


Full-SiC S3 Full-SiC X1 
站 
遇 疏 ]  [[ 攻 二 二 此 | EEC 上 
加 ii 二 二 ie 一 呈 | 另 | 三 二 
加 。 Li 
19 28 19 28 19 下 Pl1 二 可 
C5， EL 
@|[e 合肥 则 8 65- | G3.。 | Gl. | 吧 而 140 
oj mojEESEaSIo E5 E3 EL T3 127 
| 3 本 坟 | 工 息 59 
中 人 中 2 和 40 _ 
呈 | 虽 N3 N2 N1 T6 本人 下 
|。 一 全 本 
有 当 9 让 -一 
器 中 加 了 | 7(cD 
个 四 8G1。 上 闫 本 
9j L9j [9j -一 一 村 sa st 
和 | 人 二 四 站 34(EMc3) 
1545 引 ! 5(G2) 一 加 全 
下 山 稚 上 坷 
4E 天 2 中 ] 5 加 


Full-SiC G 


1(B) 2(O 
7(E) .一 一 


38 
28 


6(G) .天 理 相国 Lo9(G) 


5 一 8(E) 


2 3C 4 日 


多 也 
1 O 〇 2 
Sa 避 
3| 〇 人 千 
5[9 8[9 
攻 9[ 避 ”| 
6 
7 加 10 加 
57 57 
130 
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型 号 说 明 Nomenclature 


中 低压 及 新 型 SiC 模 块 产品 命名 规则 


株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 


Zhuzhou CRRCTimes Semiconductor 


电路 形式 
The circuit types 
器 件 种 类 HF | 半 桥 Half bridge 

Devices type 用 六 单元 6 Units 

H 混合 :IGBT+SiC SBD OSFET 或 者 
SG 1GBT 单 开关 

M MO>FET OSFET orIGBT 
S SBD single switch 


MOSFET 分 立 器 件 表示 分 立 器 件 的 导 通 电阻 该 项 数字 的 100 倍 
MOSFET discretes The conduction resistance value of discretes 表示 器 件 的 额定 电压 
100times ofthisvalueistherated 


式 它 分 立 器 件 及 模块 表示 器 件 的 额定 电流 什 


Other discretesormodules The rated value of current of devices or modules 


voltage of devices 


高 压 SiC 模 块 产品 命名 规则 


株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 


Zhuzhou CRRCTimes Semiconductor 


表示 器 件 的 电路 类 型 
Thecircuit type of devices 


表示 器 件 的 额定 电流 值 
Therated value of current of devices 


S | 单 开 关 Single switch 
表示 模块 D | 双开 关 Double switch 
Module 
表示 器 件 种 类 表示 器 件 的 外 形 该 项 数字 的 100 倍 
Thetype of device Theletter represents 表示 器 件 的 额定 电压 
theoutline diameter of devices 


100times ofthis value is 


县 SEMIESFET the rated voltage of devices 


HH 混合 :IGBT+SiC SBD 


代号 Code | 外 形 尺 寸 Outtine diameter 


G 160X130X38 
蕊 190X140X38 
必 140 义 130X38 


封装 外 形 尺寸 


Outline 


144 久 100X40 
152X62X21 
154.5X126.5X32 


表示 器 件 的 心 片 版 本 ， 


尾 缀 A 代 表 适 


于 电动 汽车 


GBT chip 
F1 OSFE1 


versionSiC 


硬 


A 电动 汽车 


For EV ap 


plication 


改 示 器 人 


The IGBT chip version in modules， 
The letter 'A' represents modules for EV 


S3 | 1GBT 芯 片 版 本 


必 片 版 本 SiC 
OSFET chip version 


的 基板 材料 


This letter represents 
the material of 


碳化 硅 铝 /AISiC 


S 铜 /Copper 


表示 器 件 的 心 片 版 本 ， 


baseplates 


尾 缀 A 代 表 适 


于 电动 汽 妇 


The IGBT chip version in modules， 


The letter "A' represents modules for EV 
s3 | 1IGBT 芯 片 版 本 
GBT chip versionSiC 

[芯片 版 本 SiC 


OSFE1 
1 OSFET chip version 
A 电动 汽 


For EV ap 


plication 


符号 说 明 Symbols 


混合 SiC 模 块 Hybrid SiC Modules 全 SiC 模 块 FullSiC Modules 


符号 。 参数 名 称 Characteristics 符号 。 参数 名 称 Characteristics 


极 - 源 极 电压 。 Drain-source Voltage 


栅 极 - 源 极 电压 。 Gate-source Voltage 


VcEs Collectoremitter Voltage Vpss 


， 集 电极 -发 射 极 电压 


极 管 结 壳 热 阻 “Diode Thermal Resistance Junction To Case 极 管 结 壳 热 阻 Diode Thermal Resistance Junction To Case 


Gate Leakage Current 


阀 值 电压 Gate-source Threshold Volttage 


短路 电流 ”Short Circuit Cument 


Esw ;1GBT 模 块 总 开关 损耗 IGBT Modules Total Switching Esw MOSFET 总 开关 损耗 ”Mosfet Total Switchning Energy 


energy (Eon+Eoff+Erec)) 


晶闸管 


Diodes And Thyristors 


萱 流 管 肥 


全 压 接 型 整流 管 Free Floating Rectifier Diodes 


/FSM VFM VFo : F 


型 号 VRSM VRRM GTwn Q@/FM GTwn Q@Tww TwM Rthuc RithcH 外 形 
_**=VRsM/100 QTc i&l0ms &Trc=TwM 士 10% Outlines 
1 


电压 至 2200V(Up to 2200V) 
ZPs6900 近 6940 ，90 1600-2200 ;1600-2200 


ZP-7500 和 妆 1600-2200 : 94.0 ， 0.82 ， 160 ， 
ZPo10000“** ， 10200 ”85 ”1600-2200 ;1600-2200 125.0 6000 :0.98 077 0.035 160 ,0.004 0.0008 120 ， zh 


电压 至 3400V(Up to 3400V) 
ZPs5600 六 5660 ，90 2400-3400 ;2400-3400 


ZP.6800 入 6800 ; 90 :2400-3400 : 


ZPo9000 和 85 ; 2400-3400 : 


”85 ，2400-3400 ;2400-3400 


电压 至 4500V(Up to 4500V) 


了 矶 4600… 4630 90 36004500 3600-4500 594 6000 150 098 0086 160 0007 0002 70 zp 


ZPe5600 闪 ，5600 ，90 ，3600-4500 :3600-4500 
ZPu6200 ** 6280 ，100 3600-4500 :3600-4500 


120 ; zh 


电压 至 5500V(Up to 4500V) 
ZPs3600 闪 3600 ，90 4600-5500 ,4600-5500 


ZPe4700 ““ ，4710 ，100 ，4600-5500 : 
ZPu6100“* ，6140 ，100 4600-5500 ,4600-5500， 96.9 6000 ,121 079 0.070 150 0.004 


ZPe8200 入，8270 ，100 4600-5500 :4600-5500 


电压 至 6500V(Up to 6500V) 


ZPe2600 


，2670 ，100 5600-6500 ,4900-6000 
100 ，5600-6500 : 
ZJ5500R 5520E IOO 


5600.6500 4900.6000 


电压 至 8500V(Up to 8500V) 
ZPs2200 “* :2260 ，100 ; 7400-8500 ;6900-8000 


7400-8500 : 


， 7400-8500 ; 6900-8000 


ZPe6500 一 


33 


外 形 图 Outlines 


ZPe ZHe ZP- 


乡 120_ max 风 20 max 儿 150_ maox 


0E4 g78 g99.5 
和 木 
530. | 一 -一 一 一 小 265t05 
本 人 5 2 | 话 也 | 


g34 | g99.5 


乡 1 10 细 1.32 


ZHc ZP ZhHb 


多 50_ max 叶 声 疯 


g9.5 g110 多 ]2 max 
| g110 
于 05 


g99.5 


dj110 


纠 了 2 


纪 59 


ZPe ZHs 


本 2 


2 一 9.5X 了 


注 :未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 mm) 


烧结 型 整流 管 Alloying Rectifier Diodes 


/FSM VFM ， VFo FF 
ro 
型 号 | 证 QTwn : @I/FM QTwn i Q@Twn Tuwnw Rnc | Ranch |j 外 形 
Te ms we 
A V IAAV Vimo rc KW kw kN | 
电压 至 1400V(Up to 1400V) 


区 民 500 居 站 600-1400 


ZP,1300 600-1400 


600-1400 


ZP 3200 600-1400 


ZPA\4600_ 600-1400 


ZPx6000_ 600-1400 


电压 至 0 to 2200V 


Z 请 400_x* 1600-2200 


区 BO900 居 全 Le002200 证 


1600-2200  : 


1600-2200 


ZR3400 1600-2200 


ZP'4400“* ;4460 1600-2200 
电压 至 aoovlup to ao 


ZP;800 六 2400-3400 ， 


ZPFs900 入 2400-3400 


CO 2 


人 和 
ZP,3900 六 


2400-3400 
电压 至 4500V(Up to 4500V) 


ZPs600 和 3600-4500 


ZPs1200 3600-4500 


3600-4500  : 


ZPk2600 
电压 至 ssoovtu to 6500V) 
ZPx2100_ 


3600-4500 


4600-5200 ， 


ZPx 1900 5400-6500 


ZPo600 5000-6500 
ZP.1000 5400-6500 ， 
电压 至 ssoovlup to 8500V) 

2500 0 6600-7200 
ZP,900 亿 960 6600-7200 
ZPs400 ** 420 7500-8500 


ZP900  : 910 7500-8500 


外 形 图 Outlines 


ZPs 


ZHs 


约 2_ mox 


mmOX 


ZP4 


册 0_mox 
约 了 


的 了 
9]6 


Ps* 
细 Z maox 
929 
LT 
上 14.5+05 1 D 
| | FE 
g29 
叶 6 
ZP。 


ZPA 


| 
本 人 


ZPs 


网 5 maox 


肥 隐 


Zh。 


| | 
人 了 4 
g0 了 


ZPx 


刀 10 mox 
9] 了 


| 人 > 
让 


9]3 


g99 
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全 压 接 型 晶闸管 Free-floating Thyristors 


VDpsM VDpRM 1TSM VTM Wo 全 局 


MA 2 
型 号 VRsM VRRM  @Twn |: @l :@oni @hn iT Rnc | Ron :| 士 10% : 外 形 
_ 枯 =Vosw100 QTc &l0ms &Tc=Tun ， ， Outline 


ArC VIA ADVV mo rc kw kw 


电压 至 2200V(Up to 2200V) 
KPa3900 ** ，3980 ， 70 1800-2200 1800-2200 ， 


KRE52002 5270 707 ; 1800-2200 : 


KPc5700_x 57500 170 1800-2200 


KPc6000 “ 扩 ;6020 70 :1400-1800 :1400-1800 : 


电压 至 2800V(Up to 2800V) 
KPe3300“* 3300 ，70 2400-2800 2400-2800 ， 
KPc4700 六 4760 ;70 :2400-2800 : 
KPc5100 夫 5190 70 : 2400-2800 ， 


KPo6800 ** :6810 :70 ; 2400-2800 ; 2400-2800 : 


电压 至 3400V(Up to 3400V) 
KPe3200 “* ，3270 ，70 ,3000-3400 ,3000-3400 ， 


KPc4200 x* ; 3000-3400 : 


KPo6300 70 ，2800-3200 2800-3200 :100.0 :1.09 0.88 ， 0 KH 
电压 至 4200V(Up to 4200V) 


500 ，70 ,3600-4200 


3600-4200 ， 


KPx1900 关 3600-4200 : 
KPx2000 入 3600-4200 ， 


KPB3000_ 关 ; 3600-4200 : 


KPo5200 ** ，5250 ，70 3600-4200 3600-4200 


电压 至 5200V(Up to 5200V) 
KPs400 六 400 ， 70 4600-5200 4200-4600 


KPs800 0 4200-4600 : 
KP\1300 和 0 4200-4600 : 


KPe2300 00 ， 4200-4600 


KPc3400 六 4200-4600 : 
KPp5000 和 ;4200-4600 : 


KPE7000 亿 ，55 ， 4600-5200 ，4200-4600 : 
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VDpsM VDpRM IJTSM VTM Vs 本 


FE 
型 -号 | VRSM VRRM QTwnw : @IT QTwv @Tw Tww Ruc Rnch 


eVaw/100 ere : &l10ms: & 开 =Tw : 士 10% ; Outline 


四， Vi VA Ah4VVvmoic kw kw kN 


电压 至 6500V(Up to 6500V) 

KPs300 350 70 ;5400-6500 
KPs400 闪 420 ，70 5400-6500 ， 
KPo700 六 ，70 ，5400-6500 4500-5600 
5400-6500 :4500-5600 ， 


4500-5600 
4500-5600 ， 


; 5400-6500 ; 4500-5600 : 
5400-6500 ，4500-5600 
; 5400-6500 ; 4500-5600 


KPA1100 
K 忆 00 于 沪 
KPx1400 


5400-6500 ;4500-5600 ， 
;5400-6500 ;4500-5600 : 


70 :5400-6500 ，4500-5600 : 
KPE5000** 5000 70 5400-6500 4500-5600 


电压 至 8000V(Up to 8000V) 

KPel600 ,1600 ， 70 ， 6800-7200 
300 ”70 7500-.8000 7000-7500 ， 
;7500-8000 ; 7000-7500 ， 


6300-6800 


;70 :8100-8500 7600-8000 ， 


3200 55 


8100-8500 ; 7600-8000 : 


KPb3200 
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外 形 图 Outlines 


KPs 


难 xsfos - | 


KH。 


范 1 .4 


KLx 
细 102 maox 
一 21.47 
术 a ES 
g63 
g93 


2 


KHs KP。 
058 maox LU]Omaox 
1 EL 2147 [人 纪 47 
| 
上 八 35+0.55 是 26.5+0.5 
| 民 


KPA 


KHA^ 


乡 100_ max 骨 00 mox 


2 一 弛 .5X3 


KHx 
纠 02_ mox 
063 g1.47 
| 
了 5+05 < 
| 
纺 了 
g0 了 


注 : 未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 (mmy) 


KPe 


KP- 
分 150_ maox 
2 g1.47 
术 26.5+0.5 
g99.5 
gf132 
上 Hp 
网]2 mox 
gj10 外公 
站 
9 1 
1 
骨 10 
风 59 


2- 人 73X4 


KLe 
细 112 mox 
g7]5 
| 
[ 
人 下 0 
g75 
乡 106.5 
KHc 


KHe 


由 190_ maox 
细 140 


多 .47 


2 一 弛 .5X3.5 


天 了 


于 0.5 


KHe 
岂 20 mox 
g78 多 .47 
[/ L 1 | 
放生 - 
| 二 4 
07]8 
细 10 
| 2- 邮 5x35 
KPp 
外 17Z2 max 
2 21.47 
| 
265t05 
g110 
由 159 
400 
350 Cate 
Cathode 
0T 到 于 线 片 
400 
350 Gate 
Cathode 


6.3AMP 型 二 片 


注 : 未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 (mm) 


烧结 型 晶 立 管 Alloying Thyristors 


IT(AV) VpRM ITSM VTM Vro 硅 上 
型 号 四 克 =70"C VRRM Q@TwM @I/Ty @Twnw @Twnw Tww Anuc Rnch 士 10% 外 形 
一 Vol100 ;  &l0ms | &Tc=25"C | | outline 
A V 1 


电压 至 1400V(Up to 1400V) 


600-1400 : 


600-1400 


600-1400 


600-1400 


KPs400 


600-1400 


600-1400 


KPk3300_x* 1 600-1400 


电压 至 1800V(Up to 1800V) 


KP6300 320 1600-1800 


1600-1800 


1600-1800  : 


1600-1800 
1600-1800 


KPx3000 
电压 至 2400V(Up to 2400V) 


，2000-2600 ， 
2000-2600 : 


2000-2600 ， 
，2000-2400 : 


2600-3400 : 


，2600-2800 ， 
; 3000-3400 : 


，2600-2800 ， 
3000-3400 ， 
2600-2800 ， 


KPk2400 六 ，2600-2800 ， 
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/1T(AV) VDpRM /TSM VTM VTro 站 户 
型 号  @Tc=7oC Vpaw @ron @/mv 0 人 
ES V AAA Vimo CC KW KW kN 


电压 至 5200V(Up to 5200V) 


KPs400 和 ，3600-4200 ， 
KPs800 关 3600-4200 ， 


KP4900 3600-4200 


KPA1400 和 3600-4200 : 


KPx1400 “* ;4600-5200 : 


外 形 图 Outlines 


Ps KPs KP， 


术 115105 


g2 mox 网 Znox 


KFs KP。 KP。 


约 8 max 他 [9 71naox 960 mox 


从 疆 g7/ 的 了 
[人 =:| 细 .47 PP - = 细 .47 | [= 细 .47 
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KPA^ 


KH。 


注 : 门 阴极 引线 长 400mm。 


KPx 


KHA 


KHs 


KHx 


朴 5 


快速 晶闸管 Fast Thyristors 


Mr VpRM Vi | 0 


JJ 旺 GTwun Q@ITM | @Two ; 士 10% : 
7 @Tc=55"C 下 | Tvww Rnuc Rnch 外 形 
一 **=Vaaw/100 &l10ms &F= Jun Outline 


AVIA AVIC kW kw mu AN 


电压 至 1200V(Up to 1200V) 
Kks800 闪 ; 850 ;8001200 107 1500 208 ，15 : 0035 :， 0008 ，25 ;1 瑟 ， KPs 


KKe1300 800-1200 


KK41600 800-1200 


KK 2O00 


电压 至 1400V(Up to 1400V) 


KK41600 1200-1400 


KKA2100 1200-1400 


KKx2900 1200-1400 


电压 至 2000V(Up to 2000V) 
0000 0 5 


KKA2000“” 


KKka700 23274016002000 289 4000 21 15 00 003 5 5 Hp 


电压 至 3000V(Up to 3000V) 
KKaA2000 ** 2000 | 2200-2500 


KKx2500 2200-2500 


KKc4000 ** 4016 ;| 2500-3000 : 


电压 至 3500V(Up to 3500V) 


Kkx2000** ， 2008 ;3200-3500 
KKB2500 科 2521 3200-3500 


KKkc3000** ， 3005 ; 3200-3500 ， 


电压 至 4500V(Up to 4500V) 
NG2300 关 2320- 0003200 2224903000 3720 125 0007 0002 150 770 KR 


KKc2700 一 2766 4000-4200 


KKc2700 六 ; 2786 | 4200-4500 ; 368 400 :320 ;125 ; 00057 ;0002 ， 200 :90 ;  Kh。 


外 形 图 Outlines 


KPs 


细 .47 


| 
26.5405 
和 人 | 


KPA 


多.47 


CC 
人 2 


KPe 


乡 1.47 


KPs。 


术 s 


KPx 


二 


400 


350 Cate 


四 Cothode 


0T 红 站 上 


400 


350 Cate 


到、 Cathode 


6.3AMP 弄 乒 片 


KP4 


术 a 


KHc 


注 : 门 阴极 引线 长 400mm 


双向 晶闸管 Bi-directional Thyristors 


VpsM VbRM /TSM VTM Vro | 所 二 


Jr ETRusjF ; 
型 号 1 VRSM : VRRM  @Twnw |; @I @rn : @rn To: Raoc ; Raa = 土 10% : 外 形 


_e=V/100 |， @rc=roc &dl0ms  &F=To outline 
OA 


电压 至 1400V(Up to 1400V) 
KBs1600 和 ，600-1400 ;600-1400 ， 


KBA2600 六 ，600-1400 ，600-1400 ， 


KBx3300**  ; 1500 ，3320 ，600-1400 ，600-1400 


电压 至 1800V(Up to 1800V) 
KBo1400 六 640 ，1420 ; 1600-1800 ; 1600-1800 


KBA2500_** : 1600-1800 ; 1600-1800 


KBx3200** | 1470 ; 3250 ; 1600-1800 ; 1600-1800 ; 


电压 至 2800V(Up to 2800V) 
KBc5200 党 ;2360 ，5240 2200-2800 2200-2800 38.0 3000 147 0.99 016 125 0011 0003; 90 re- 


电压 至 4200V(Up to 4200V) 
KBs1000 ** :460 ;1020 ,3600-4200 : 3600-4200 


KBA1800 六 :840 1850 3600-4200 


KBx2200 ** ;1000 ;2219 ， ; 3600-4200 


KBp5600 


; 2560 ，5680 ， 


3600-4200 


3600-4200 


电压 至 6500V(Up to 6500V) 
KBs700 “| ; 5400-6500 ; 4500-5600: 


KBA1300 4500-5600 


KBx1600_x* ;4500-5600 


，5400-6500 4500-5600 


KBo4200 ** ;1910 ，4242 5400-6500 4500-5600 32.0 3000 2.25 
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外 形 图 Outlines 


KB。 


075.0maqx 


0947 


g1.47 


念 
| 
~ 


KBe 


风 120max 


9,0 业 0.5 
6.040.5 


36405 


400 


01.47 | 
01.47 


50 十 0.5 


0T 弄 村 由 片 


400 


6.3AMP 弄 接生 上 


注 : 未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 (mm ) 
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型 号 说 明 Nomenclature 


该 项 数字 表示 : /ww /jww 该 项 数字 的 100 倍 表示 : Vonw/ VRRw 
This mumbertells the rating of JFww /Fww 100times ofthis numbertells the rating of Van/ Van 
二 个 字母 表示 器 件 的 种 类 设计 序号 表示 器 件 结构 参数 及 工艺 等 的 变化 序列 
the two letters represent the type of the devices The number represents the changes in structure 
符号 可 件 种 类 process and parameters etc. 
可 写 六 百 Re 
Symbols Device types 本 本 
于 本 本 esign pecific menning 
普通 整流 管 
二 / 响 已 和 
和 Rectifier diodes 00 原型 设计 
Original design 
KP 晶闸管 和 
Thyristors 01 第 一 次 修订 /增补 
快速 晶 闲 管 The first revision 
印刷 由 人 
上 Fast Switching thyristors 02 第 二 次 修订 /增补 
双向 晶 亲 管 The second revision 
人 Bi-directional control thyristors 广 代表 新 产品 


New products 


符号 说 明 Symbols 


符号 参数 名 称 Characteristics 


安装 力 Mounting force 


正 向 平均 电流 Mean forward current 
正 向 峰值 电流 Peak forward current 
正 向 浪 涌 电流 Surge forward current 


通 态 平均 电流 Mean on-state current 


通 态 峰值 电流 


Thermal resistance,case to hestsink 


Thermal resistance, junction to case 


Casetemperature 
最 高 高效 ) 结 温 Max.(vitual)junction temperature 


断 态 不 重复 峰值 电压 Non-repetitive peak off-state voltage 


Non-repetitive peak reverse voltage 


正 向 峰值 电压 Peak forward voltage 


通 态 峰值 电压 Peak on-stat voltage 


Forward slope voltag 
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快速 二 极 管 Fast Diodes 


1T(AV) 1FsM VFM trr F 


号 ov er en er +l0% 
至 号 ， @Tec=70C RRM Twnw Renuc Rencn WM 外 形 
二 00 ， &loms : &r=To WE 


Anyv AAA VC KWw kw mm kN 


电压 至 2200V(Up to 2200V) 
Zks800 和 ， 816 ;1800-2200: 


ZK91200 


ZKA2000 和 


zk2500 2598 1800.2200 


电压 至 2800V(Up to 2800V) 


ZKs700 和 2500-2800 


ZKe1100 


ZKx2500 


:2500-2800 


电压 至 3500V(Up to 3500V) 
zks600 六 ， 680 3000-3500， 


ZKe1000 


ZKA1800 生 


Zkx2200 六 2228 3000-3500 294 


电压 至 4500V(Up to 4500V) 


Ko500E : 4000-4500 : 


ZK3s900 和 


zk2000 六 4000-4500 
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外 形 图 Outlines 


2Ps ZP。 


ZP: 


08 mox _ 岂 10 .max 
| -9 了 


注 : 门 阴极 引线 长 400mm。 
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快 恢复 二 极 管 Fast Recovery Diodes 外 形 图 Outlines 


1F(AV) 加 VFM 1 ZPas ZP。 ZSx 
| 1 | 
型 号 @F =/0 (C VRRM @TVN @TFy ww Rnuc Rincnh 1rr Qrr 外 形 
一 “=Vaaw/100 上 &l0ms : &T= ; 士 10% ; Outline 858 站 gx 信 ]O_ max 8102 nox 


A 人 4  / 0 
E ， 
电压 至 2500V(Up to 2500V) E 本 7 
FYs1100_ 六 0 050 0 050 S0 帮 22 | 


电压 至 4500V (Up to 4500V) 


FYe2000 01 


FYe2000 “02 


FYE6000_ 和 : 
电压 至 6000V(Up to 6000V) Ze ZPc- ZP 
FYs400 关 0 


_FYx800 CE Ce ee ee ee ee 1 mo __g150max g172 maox 
FYe1100 六 ZSs -4 099.5 [se | 


wu 
虽 
户 
2 
| 

光 

交 
5 
〇 ) 
CD 
O 〇 ) 
CO) 
< 
加 
CD 
ND 
人 
人 
Cn 
CD 
〇 
上 人 
O 〇 ) 
睛 
八 ) 
Cn 
CD 
必 
CD 
Cn 
2) 
2 
必 ) 
) 
ND 
心 
2 
〇 
Cn 
疙 es 
2 
<) 
O) 
C 〇 D 
入 
也 
oa 


ZPe 


网 90 max 


幼 1.34 
| 本 
ee 
幼 1.34 
细 1]9g.9 


注 :未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 mm) 
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型 号 说 明 Nomenclature 


两 个 字母 表示 器 件 的 种 类 表示 器 件 结构 及 工艺 等 的 变化 序列 
符号 器 件 种 类 设计 序号 具体 含义 
FY “| 全 压 接 型 FRD 该 项 数字 表示 /rm 01 标准 型 
| 02 低频 型 


一 个 数字 或 字母 表示 器 件 的 芯片 直径 该 项 数字 的 100 倍 表示 VRRw 
符号 说 明 Symbols 
符号 Symbol 参数 名 称 Parameter Name 
辆 上 紧 固 力 Mounting Force 
人 正 向 平均 电流 Forward Averagecurret 
和 assrwspenerernguuewwa 
全 ES 
DR diseasegaeiuaaareesereowerewsueasea 
ii Eee 
和 wise 
本 Epo 
RN resescsiscoeeessosegeeaeeoseneoraeetteeeeeueuaeaeee ee 
ii El El 
Was ee yong 


W 反 向 重复 峰值 电压 Repetitive Peak Reverse Voltage 
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ICCT 


1GCT 一 一 集成 门 极 换 流 晶闸管 采用 了 缓冲 层 、 透 明 阳 极 ,、 门 极 硬 驱 动 等 新 技术 ,是 一 种 适用 于 5MVA 以 上 电能 转换 装置 的 
中 高 压 开关 器 件 . 广 泛 应 用 于 电机 驱动 , 节能 环保 风力 发 电 ,、 船 舶 驱动 , 电能 质量 控制 等 功率 装置 中 , 促进 电力 电子 成 套 
装置 在 功率 \ 可靠 性 效率、 成本、 体积 和 重量 等 方面 都 取得 了 巨大 进展 。 


IGCT- 一 Integrated gate commutate thyristor is adopted new technologies Such as buffer layenp transparent anode,， hard- 
driver unit, etc., and is a medium and high voltage switching device suitable for more than 5MW power equipment. It is 
widely used in powerequipments such as motor drive, energy saving and environmental protection, power generation, ship 
drive, power quality control etc., which has made great progress in powen reliability,efficiency,costvolume and weight for 


those whole power apparatuses， 


产品 特 操 


Characteristic 


晶 集 成 门 极 驱动 Integrated Gate Driver 
上 功率 等 级 高 High Power Grade 
昌 通 态 损耗 小 Low Conduction Loss 
卓 浪 涌 电 流 大 High Surge Current 
昌 失 效 长 期 短路 模式 Short-circuit Failure Mode 
旧 电 磁 兼 容 能 力 强 Strong EMC Performance 
RE 
非 对 称 型 号 一 


Part number 


Tww :Tc=85"C Tuww ITw=25C: 人 
1l0ms 


外 形 
Outline 


V kaA 
CAc3000-60 和 丈 5 
CAc4000-45 1 325 
CAc4000-45-02 好 站 
CAc5000-45 和 3 
CAc5000-45 Plus 亲 
CAE8000-45 
TIAV) ITSM 
Jo /IF(AV) VbRw Ver /IFSM 
逆 导 型 号 外 形 
Part number Tuwn Te=85C Tun To=25C TuM Outline 
3 : : 0ms 
A A VE V kKA 
LE 分 到 700 150 到 500 汪 亦 是 硬 20 病 画 2 和 200 
， ， C 
11 393 ， 
帮 GQM 人 (AV) V6k ITSM 
逆 阻 型 号 外 形 
Partnumber Tww Tec=75"C Tu j Tu=25C Tuwn Outline 
AAA vv rm V 
CSe6000-45 文 6000 ， 2800 400 IT 20 , 320， 0.0046 :0.0013 ,152 ; 0230 ， 108 CAE 


备注 :“ 表示 直流 连续 


流 妈 表 示 预 研 产品 


外 形 图 Outlines 


CAcC 


1 
085 士 0.2 


人 3OMax 
0118 土 


汪 g8540 2 
439 
2XM4 610 133.5 
证 MX 
和 
uD Eee 
写 用 AN hitophytotnooooDIrn0OnD000DD0O00DI000D089 ] 
岂 NANN5 hntofnooiopnnoooDDonoonDoooonunonoDnnnoon 5 
加 AN 站 NN 己 DonotyhooDnoooDDnoooODDOooODDDO00DIDol0 
攻 日 上 | 己 | | 
十- 让 | 琶 中 和 
己 N / 力 S pphrou0punrnoynooDyu0onDrnonnOoooDnnoonDyi 
互 NU VAN Dnnuu0ouuuoDDuruDyouoDDuugnnouoDDou0byn 
有 | | 2 IONDIOUVDIoIODoorIODIoIOIDoDIOTDDDI0lng 
185 N 2Xg3.5b3 
113.8+0.5 229+0.5 
CA2C 
人 13O0Max 
起 中 18 土 1 
已 085 十 0.2 
CI IT TI 
2XM4 38.7 
归 | | non000nn00ooonnoooonnn0nmgoo 
| no00nnroo00n0000nnto00nn0000n00000nl 
必 nnnn0o0roono0ronno0ronnnronnonrono0 
E 000000nn0000ttoo0n0no00nn000nnno0 
避 」 nnoo0nnoo0no0ntoo0nonon0nnnnnogi 
人 | 站 non000nnooonoononnoogmnooonoooontnnno 
12Xg%3 .5 深 站 目 
18. 540 3 
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CAa3c 型 号 说 明 Nomenclature 


两 个 字母 表示 器 件 的 种 类 该 项 数字 表示 reow 表示 器 件 结构 及 工艺 等 的 变化 序列 
符号 器 件 种 类 缺 省 标准 型 
CA 非 对 称 型 GCTs 01 高 频 型 
130Max CR 逆 导 型 GCTs 02 低频 型 
-gl30Max 
癌 CS9 逆 阻 型 GCTs 
加 纪 118 士 1 刘 
四 弛 85 士 0.2 二 
| = 吕 加 5 二 二 
G85 士 02 
447.8 
2XxM4 76Y 133 
al 人 一 一 个 数字 或 字母 表 
下 | 示 器 件 的 芯片 直径 该 项 数字 的 100 倍 表示 Vow 
CN 人 人 是 
_ CC] 局 
-| OO 四 大 
| 符号 说 明 
中 | 3 可 与 砚 明 Symbols 
UL， 轴 
UL 1 + YA 负 一 际 ， 
国生 加 机 ， 1GCT 器 件 符号 说 明 
符号 参数 名 称 Characteristics 
E 紧 固 力 Mounting Force 
Jo 断 态 重复 峰值 电流 Repetitive Peak Off-state Current 
CAE Jrw GCT 通 态 峰值 电流 ， Peak On-state Current 
Jrsw GCT 通 态 不 重复 浪 涌 电 流 Surge (Non-repetitive) On-state Current 
广 GCT 斜率 电阻 ， Slope Resistance For GCT 
NI7 本 Tc | 壳 温 Case Temperature 
二 一 | 一 Tuwnw 最 高 (等 效 ) 结 温 Max.Junction Operating Temperature 
Vonw 断 态 重复 峰值 电压 Repetitive Peak Off-state Voltage 
Verx 门 阴极 反 向 耐 讨 Peak Reverse Voltage of Gate-Cathode 
二 Vnm 通 态 峰值 电压 Peak On-state Voltage At ITM 
天 ， - 1 Vn GCT 门槛 电压 | Threshold Voltage For GCT 
芝 Ad 和 人 
2| | 回电 源 接口 | Cs 控制 信号 接收 器 Receiver For Command Signal 
= 人 1 NAN Sr 状态 反馈 发 送 器 | Transmitter For Status Feedback 
| 生生 - 下 - - 
| 于 四 、 二 人 、 
NS 7 逆 导 GCT 器 件 二 极 管 部 分 符号 说 明 
于 IN | 
| IERRERE 人 - 
 ， | 符号 参数 名 称 Characteristics 
SF CS 
上 [ou 135 加 FRD 正 向 平均 电流 Mean Forward Current 
WP 
AN_20+0.3 416 
FRD 通 态 不 重复 浪 涌 电 流 Surge (Non-repetitive) Current 
注 : 未 标注 数量 单位 的 统一 为 吉米 nm gs Wi gg We 
证 :未 标注 数量 单位 的 统一 为 毫米 mm) FRD 和 斜率 电阻 Slope Resistance For FRD 


Renuc 结 壳 热 阻 Thermal Resistance, Junction To Case 
VEw 正 向 峰值 电压 Peak Forward Voltage 


VFo FRD 门 槛 电压 Threshold Voltage For FRD 


功率 组 件 


Power Assemblies 
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风 冷 功率 组 件 Aircooling Power Assemblies 外 形 图 Outlines 


旦 


2 
:元件 ， ; 风速 执 | 重量 : 1 
型 :号 ; 散热 器 型 号 : 数量 ; 适应 最 大 元 件 ; 冷却 方式 9 :Weight ; 散热 器 材质 外 形 图 


Part number HeatSink ， j Device ;Maximum device ; Cooling method ; Heatsinktype ; Outline 


:quantity | mm ms KW ;ke Hl Ha D1 a H1 。，H3 -DL -ba 
; Sfl2 人 国标 ， 1 ， KP、ZP。 : 自 冷 或 风 冷 200x110x125 ， 委 0.090 ”2.6 铝 型 材 于 二 由 人 
的 ee 本 可 忌 到 本 轴 

1 KP、ZP。 自 冷 或 风 冷 ，220x120X130 ， 铝 型材 1 2 一 | 要 上 | 攻 四 由 
和 Wo ee ee -一 2 名 固 Le 上 粳 | 


| 
KPu、ZP。 ， 自 冷 或 风 冷 ”250X140X145 : 铝 型 材 之 佐 | 全 站 人 | 全 
tPowerSA.KP : 和 | 会 ， E 研 .se -| 四 下 全 区 检 
。 KPzP。 : X140X165 ， .048 ， ，。 铝 型 材 中 E 红 二 赋 - 后 | d2xr 同 
网 动 Ma 1 : ” 280X140 et Ce ea ee CR “ 村 了 恒 下 上 d2Xh2 和 | 征 和 EE 人 少 
KPA\、ZP， 280X180X200 : -EE 站 | 三 了 E D2 
; SF16L (国标 ) 1  :  KP、ZPs : 自 冷 或 风 冷 :300X250X215 : 仙 由 哈 一 击 必 | 同 
， | 村 册 | 
H2 D 
H D 
; ; ; ; ; 一 
人 ae 和 外 形 [了 
型 号 散热 器 型 号 ”数量 :适应 最 大 元 件 冷却 方式 Dimension weight :散热 器 材质 :外 形 图 出 
Part number Heat Sink aq 区 Maamum Ce ke Heatsinktype Outline 可 
 ZB16/ZB17/ZB18， 入 3 ，”KP,、ZP， <440xX120x107 铝 型 材 
tpPowerSAKP 区 ETIXFTS 和 3 全 和 690xX200x174 : 铝 型 材 
(zpjweexF 。， DXC615 <2  KPzPR 和 480x240X247 ， 旬 型 材 
_XSF19 <2 。 KPZzP 风 和 <540x250x376 银 型 村 2 
690 165(174) 
元 件 : 四 了 :风速 热 阻 ; 重量 | ES 
型 号 淫 执 蝇 型 号 到 代 。” 适应 最 大 元 件 ”冷却 方式 从 ， 史 汪 罗阳 , 丑 时， 散热 器 材质 外 形 图 加 ) 
Part number Heat Sink :Device ;Maximum device :Cooling method : : : : Heatsinktype ; Outline 
quantity mm ms KW kg 一 一 二 FF 一 
三 全 乾 j || 办 直 < 上 
LSP6 1 KP、ZP， 205x90 ， 一 2.2 一 二 二 二 
LSF8 KPs、ZP， 180x110 ， 之 去 F 一 全 
LSFA KP，ZP， 222X145 和 
tPowerSA.KP SR 本 [15 12.5 
:， TSFA-l KPA\、ZP， 7 27 
亿 月 ”FF 
TSFA3 ， KP\、zP，: ， 222Xx145 
ZS331 1  ，KPzP， ， 自 3 或 风 冷 。 253x168 ”6 <0026 18 
4 5 
30 日 :7 
9 人 了 绅 
SS 到 
49 
和 从 -- 


205 


SS 
中川 
册 册 
下 


20 
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液 冷 功率 组 件 Liquid-cooling Power Assemblies 


元件 ， 尺寸 流量 热 阻 ， 重量 ， 
型 号 ， 散热 器 型 号 ， 数量 ， 适 应 最 大 元 件 ;冷却 方式 bimension Speed Ra weight ， 外 形 图 
Partnumber Heat Sink 5 Device ; Maximum device ;Cooling method : Outline 
全 75 | ; quantity : | mm IIUmn: KW :kg 
dd 一 刷 | | 长- 一 一 于 2 下 本 | SS12 4 KP。、ZP。 液 冷 190x160x152 15 
2 上 | 申 十 补 R ES “7 190x160X152 33 
481 闻 tPowerSA.KP  : 
| | | (ZP)*eexS SS14 <6 KPx、ZP 220X195X188 12 
RS 是 Je T 6 
呈 二 于吉 由 二 有 芋 导 -可 月 SS15 <6 KPc、ZP 235X195X190  : ， 国有 20 
= 一 | 司 | | 
四 IPT “站 本 SS16 <6 KPo、ZP。 ;: 液 怜 ， 288x260x230 ; 4 :， 和 0008 ， 25 
上 -| 207 元 件 本 ee 
人 入 2 型 号 元 各 型 号 丈量 适应 最 大 元 件 。 冷 吉 方式 bo pe 条 塌 吉 4H 国 
Part number Heat Sink ;Device :Maximum device ; Cooling method 一 一 Outline 
;quantity 


mm UVmin K/W kg 


人 
tpowerSAKP 得 抽 抽 和 科 和 向 


(二 swwswwswswsyswsysws 人 ss wwwswswswcswswswswswsws 人 sc 人 人 ss 人 sc 人 人 人 人 人 ss 人 人 人 人 
8 9 
Eee | 和 | 地 |‖ 志 外 形 图 Outlines 
本 征 放 -一 全 RH- S 1 8 
时 上 | -一 上 了 下: 志 -二 地 也】 财 肛 1 2 


135.5 过 | 18! 185 18 185‰ 
HE | 于 3 SaiE3 各 本 己 醒 
天 四 名 
100 一 一 一 目 村 息 0 二 | 把 
叶 和 3 | 答 7 了 4502b 2203b 
80 
疤 1 人 16- 中 3 世 
| 60 60 60 6| 网罗 由 | 届 可 幻 
妃 二 | 1 】 习 改 间 
问 国 洒 避风 司 本 区 2 2 二- SS 二 sa 引 P 
一 一 。 0 
市 市 OZb 
站 O 站 中 1740 
四 256:2 本 呈 8 了 3 4 
me 了 下 
三 
一 了 RE 二 二 2 一 
| 攻 U Nu 得 
攻 到 


几 和 小 至 下 有 ITIL 这 


地 
| 本 _ 780 攻 200 3 
| 5 2 二 | 司 730 
本 | | 四 | 
上 .65_ .|24| | 一 |- 
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热管 功率 组 件 Heat Pipe Power Assemblies 


:元件 及 本 过 热 虽 ;重量 ， 3 4 
: 元 件 : < : 风速 ; 执 ; 重量 : 
， 忆 二 件 ; 从 1 
型 号 散热 器 型 号 ; 数量 :适应 最 大 元 件 ; 冷却 方式 | Dimension ;Speed Rsa ;Weight ; 安装 方式 ; 外 形 图 
Part number Heat Sink :Device ;Maximum device;iCooling method : Heatsinktype : [| 
:quantity S mm ms kN kg Outine 
; ZS757 (热管 ) KPA\ZPA 自 冷 或 风 冷 52542 
和 生生 全 入 让 和 作证 生生 和信 人生 如 125 130 心 447 心 
、 5 0 B 仁 2 A 
ZS803 ( 热 智 自 冷 或 风 冷 上 本 
ee 区 
要 语 全 到 ee 六 生计 志 
1 一 机 局 了 到 引 用 近 
tPOoWerSA.KP “三 丁 则 现 本 机 机 提 本 丽 丽 天 遇 登 一 5 引 本 全 让 
人 加 HH| 咎 富 雯 二 凤 和 总 
(区 PP 六 ”FE ee 可 _ 呈 H 音 中 二 相 SI 引 
ee 员 本 西 可 | 辣 过 | 司 本 
/ 国 相 人 鸭 
KPE、ZPe 
73242 
外 四 
:元件 : | 尺寸 : 重量 ， 本 
量 :ij 元 件 ; 痊 1 1 ] 3 河 医 上 思 
型 号 散热 器 型 号 ”:; 数量 ; 适应 最 大 元 件 ; 冷却 方式 ; Dimension ; Weight; 安装 方式 外 形 图 270 
Partnumber Heat Sink 人 Maximum device ; Cooling method ; 和 : 到 ; Heatsinktype :Outline 
: 1quanEIg: : : : 
SH507-450D2X KPx\ZPFx  : 自 冷 或 风 冷 : 和 450X360 
人 fa 0 了 二 
>H507-500G2B 人 型 号 b B | B1 | B2 | B3 | B4 
tPowerSA.KP SH512-330D99 505G1B01 | 265 | 213 |1767 1575| 123 | 685 
(zpjeeseF 和 ER 
3SH509-318G149 : KPe、ZPs 
号 6 
AAA 四 
图 Outl 
外 形 图 Outlines 
792+2 B4+2 
125 170 上 人 交 网 101342 B4t2 
使 用 方向 
审 | 本国 而 三 | 
1 2 风 世 H 了 可 _ 
征 | 引 四 
“四 | 
避 ec 凯 到 再 有 
习 可 | 内 可 及 昌 | 册 8 | 使 用 方 | 
图 站 IE 四 | 
2 反 -g3 拘 32 
587 5 山区 有 .30 8 深 15 | 呈 反而 | 2-M8 深 15 
5 砧 
功 册 必 2 
VAN 下 生 加 朵 兰 时 
审 过 引 JUUONNNANNNNNNNNNNNNNNOOOONNNN = 二 | 区 -三 月 
本 全 ANNA 国 每 iEE | 吕 号 一 用 
宕 对 IN- 大 AN 二 |; 癌 ! 司 | 一 
广大 号 旦 2 SEE 
- 496+2 五 记 昌 
电 愉 二 号 | 6836 要 | 
156 60 
174 
区 下 中 Hi 
汪 。 | 二 a 项 目 | 厚度 安装 尺 二 mm) 外 形 Rdmm) 项 目 | 厚度 安装 尺 塘 mm) 外 形 Rdmm) 
已 | 三 吕 轧 局 二 忌 开 号 b B | BL |B2| B3 | B4 型 号 b B | B1 |B2| Ba3 | 8B4 
| 
i | 4 于 HPSO2A “| 26.5 | 1805 |179.5 |70.5| 705 | 211.5 HPSO3A | 26.5 | 180.5 |179.5 |70.5 | 705 | 211.5 
EE 了 本 1 HPS02B 35 | 189 | 188 | 79 | 79 | 220 HPSO3B | 35 | 189 | 188 |79 | 79 |220 
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360 


500 


本 | 


下 书 
和 
母 * * 丹 
拉杆 
村 < 
拓 e 
抽 > = 
沁 二 


和 机 =* 秆 
料 “ + 全 


440 


450 
950 
由 由 
业 
网 二 同和 网 人 下风 和 于 人 风 网 二 风 寺 下 | | 
TF 
局 
避 
4- 明 3 时 
Le2o15 Un \\ 
[ 
可 
| | 
60 RE 
生 - 澳 
00 


】1 
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挛 一 | CAA 电 本 @ 
定制 式 功 率 组 件 Commission Power Assemblies 
型 号 散热 器 型 号 ”区 最。 。 适用 元 件 。 冷却 方 式 。 输出 电流 VonwVaw 触发 接口 hr 晤 训 ， 外 形 图 
Partnumber HeatSink ;Device ; Maximum device :Cooling method : Interface “一 一 一 一 outine 
让 AAA ww 
tPowerSA.KP(ZP)***eF 定制 <6 


邢 
1 醒 
束 


tPowerSA.KK(KP)**xxxS <8 


8 


外 形 图 Outlines 


1 风 冷 式 组 件 Air-cooling assembly 2 液 冷 式 组 件 Liquid-cooling assembly 


3 双向 晶闸管 组 件 Bi-directionalthyristor assembly 4 高 压 自 冷 组 件 High-voltage nature-cooling assembly 
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集成 门 极 换 流 晶闸管 功率 组 件 IGCCT Power Assembly 


号 二 功率 等 级 ， 输出 电流 we 条 发 十 口 ， 频率 
型 号 散热 器 型 号 “拓扑 结构 ， 冷却 方式 。 功率 等 级 东 vc 触发 接口 
Partnumber ;Heat Sink 60[GEiEa Coolng method | Power : Curent Interface ;Frequency 外 形 图 

MVA A kV | 乳 Outline 


tPower SA.CeexMLexS 3LNPC 


定制 液 冷 委 2500 和 1000 员 
tPower- SA.C***Bx*S 定制 用 1500 入 1000 2 
tPower-SA.C*x**H**F 定制 入 5000 3 


tpPowerSACorS 序 市 定 刘 定 则 一 <2000 <20 ;和 竺 x<l0 14 


外 形 图 Outlines 


1 3LNPC IGCT 功 率 组 件 3-NPCIGCT power assembly 2 半 桥 IGCT 功 率 组 件 Half bridge IGCT power assembly 


3 断路 器 1GCT 功 率 组 件 Breaker1IGCT power assembly 4 定制 IGCT 功 率 组 件 Customized IGCT power assembly 
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万 Ce 中 
软 启动 模块 Soft-starter Modules 
we ee VpRw/VRRw loverload(21S) 人 性 max @Tuw WoQ@Twnw FrQ@Tww Twnw ee wet 
WP A mA Azs V hi 人 
tPowerSA.KP12X14B ， SO ， ， 150 1 


tPower-SA.KP12X18 朋 10 50X10” 150 


卢 


tPower-SA.KP15XJ14 癌 区 BT ， 150 下 
tpowerSAKPI5XI8 1800 180 14 9sxl 08 0 15 10 14 1 
人 cei iisggesggi 
2 cp 一 
1 Eeetietptiasligsyeeuecse ii gp 
2 机 coords 
1 1 3 一 


tPowerSAKP30Xl18 1800 10 2 33xl | 088 02 125 150 34 


CLD 


1 M12720 
95 56 B 
1 计 
View 日 中 。 。 View A 


_A_ 
50 79 1:1 
王国 | 了 2 M12720 
上 中 妆 
宣 
国 | 也 
c| 135 2 眶 2 一 9%3.7 史 4 
View B 相 View A 用 1 
呈 0 
国 13 76 B 
12.5 下 
Tt0.2 下 2 一 9%3.7 列 4 
50 加. 中 
可 人 @ 和 有 @ 〇 一 
El 二 
| 业 写 
G) 王 =(@Xe, CD) 法 


晶闸管 模块 Thyristor Modules 


型 号 | 
Partnumber | 
V AAA MA As V mo 


TMTC320-xx 3000-3600 有 


TMTC420-XX 2000-2400 50x 10 0.92 


TMTC550-xx 1200-1800 


外 形 图 Outlines 


50+0.5 44+0.5 1340.5 

] 仙 ) 由 
二 一 | 一 
1 国 二 
| 引 十 -十 外 
站 区 

| 中 

二 1 下 
124 士 0.8 守 26+0 


型 号 说 明 Nomenclature 


株洲 中 车 时 代 半 导体 有 限 公司 通 态 平均 电流 /rw =500[A] 


模块 类 产品 电压 等 级 VRRM) =18*100[V] 
电 连 接 符号 见 图 1 


13 


质量 体系 与 保障 Quality System And Insurance 


1R1SSN 


一 一 ~ 一 一 


Fertification 
臣 上 上 本 于 乓 让 二 AT 
mad 
Zhuzhou CRCTimes Blectric Co.Ltd 


Shidai hoad Shifenu District 
413001, zhuzhou Osqy.Muron Province 
China 


D05SGmbW 


confirms 站 25CertlfiCaUonm 3pprpved Lertlicpllon body True 
anaUememl Syyiern 0f1he above nrgarvzabom has been 85qpiyed endMund ye 
bejnacccrdance wihiihe 


IRIS Certification rules:2017 
and based on 
ISO/TS 22163:2017 


TUW Unhe WINes of Design wd Deyeloprment nd NIneeeoiMOe 20g MIVIecuwing 
人 wopm 民 5miE Aioes 0 hu Pa dv wnilh 全 俪 win WeEmL 和 
1Bxakng 3ycteml 喇 Kcntrct3pparatus fpriram operations|l 10Lomrmuncriior 
OoYing Pod 志 IWY HU 12 [ErIDCa me 181lnkaxnuDtWL 19 509 
afwag Cermponerrt3| 
es rigemoprenrt Moreiwonier yongnnesroitihriead rpmriimcanen We 
Doo jw4 (Erwwanaazay) 急 Tea1n Datahiosl iT aoEay 昌 dsai seedng\ 
Cecedvebice :ceo me cudyrefehedlsofne Dreieoprra Ler 和 TIMIrraten ie 
TegyerrerFevis ysmirieywevt Drgryndioemsrwrtvvpwhregond weireeryro 
Ha iscye Re TardDeesTipens Naiornioay Ar 四 内 gpriaser cfTemeniaymeyeawd 
esetors 71En Mpa DryerT Mar 提 王 网 29ferigi3 of ho 72eVC( Unvions ord 
dm feniikrenrens Pets Wayewej grlnawtrsveorofVoywlypdrm Most nrragwl 
homeeesey ageTeilRsfaemefer Cat 了 issuemg Dogecsh Dipby wd cerpessecat<fSqconroe 
ricngemyroeces 


KaialewiTom 21MY2917 Eee al wwWih 287102020" 


门 


< IAA 
Te Li- 
1 


ETen dae 276102017 
CeUEC3e Re9u4er-r 300558 红 可 语 
1 vpng ITPe TI en pg yyAAU Pi Goym 
本 
CTE3Dac hoc est Ltd certr 3 Fe JEONSSNoempeSirt bm 用 Dernoesy 


=3VNNFE NSIee 
伍 


me 


ae 


CG3 中 国 中 车 | 
CRRC 


是 


证 书 力 


诛 镀 中 车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 六 导体 事 全 部 


站 首 隔 在 作 凑 阿 于 隆 代 媳 代 新 6 与 风纪 硬 此 
三 网页 隔 ， 和 了 07 


确 “小 交大 内 代 两 ， 人 1490j0391657J110M 


冯 3 站 而 冰 了 旺 最 繁 习 体 臣 


让 本 用 骨 几 用 
上 天 各 有 合作 者 阳 站 用 关 座 四 了 两 普 人 出 旭 码 于 蕊 、 洛 19、 本 网 妹 覃 南 


机 山 ， 届 请 明志 后 革 于 市 就 副 直 市 
本 而 凡 而 兰 作 本 颁 站 作文 音 角 下 由 


GB/T 19001- 2016 idt1S0 9001 :2015 


性 560yp996 g9M13 
人 TREE 和 5005I QM15 
胡 妇 各 作 1 ie 攻 
er、 ; 
前 前 各 下 26579 11- 避 CNASness 
和 省 中 放 32361714 Ta 2 


搂 世 爱 梦 认 古 上海) 有 限 会 司 


Y 姑 一 
党 


cmd vc 生 人 肌 汪 | 共用 承 放 语 

99 了 和 让 TONG 2 

有 几 和 mo 1 检 的， 古 们 站 0 丘 呈 书市 惠 仙 省 放 全 这 1 有 全 pp 1 有 二 
TI 


机 藉 上 大 下 用 让 本 人 


古 古 串 ， 


株洲 中 车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 半导体 事业 部 


让 国 顶 亲 交 放 两 赴 石 业 人 区 时 代 到 
乓 并 国 同 ，342000 


太一 到 实 后 用 代用。9143020078072116981 


口 巡 立 斤 飞 业 信 旺 量 管理 体系 


在 如 下 坝 癌 内 
天 震 估 前 萝 康 时 但 厅 则 天 心力 用 天 盘 产 局 交 岗 澡 ， 开 发 。 忌 让 ， 柄 局 和 介入 


下 由 村 毁 ， 肌 人情 扣 马 过 录 下 惠 屋 奏 而 由， 
区 实 点 讲理 作乐 网 芋 以 下 几 刘 的 和 要求， 


1SO 9001 : 2015 


证 其 沪 本 地 830050996 OMI15 
王磊 作 计 丰 号 50050852 ON15 


而 处 页 有 2017-1124 


月 效 项 至 2020.11.23 (pakks 
ee 
型 她 吴 央 2017-11.24 一 一 一 


欠 亿 田 


Acrreaoed Poor DOE Gemplt Aigusl 5chanz SFa6e 7 CD4ID Fraraset am Mam Cerrony 
CITY TYITTTIYITSTTTITEYT 
33 逢 二 E 订 下 大人 六 有 大 14021103 


全 全 入 仙 刘 A 放 SA 
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BUREAU VERITAS 


Certification 


授予 
株洲 中 车 时 代 电 气 股 价 有 限 公司 
半导体 事业 佣 
中 国 前 南 省 株 涛 市 五 项 工 时代 路 更 人 工业 囊 
总 篇 ，412001 
Bureau Veritas Caertficatlon 琴 认 上 还 二 织 的 质量 管理 体系 已 经 过 事 芒 并 竺 全 
下 到 要 妥 
IATE 16949 
以 及 熙 用 的 顾 考 特殊 要 冰 


PT 


站 


交付 的 产品 
功 事 半 时 体 器 件 


运作 本 厅 局 慑 2018 时 月 0 


证 尖 更 理 语 及 2021 兰 05 月 g 上 下 本 下 区 种 才 CH.2006DT.TS 
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